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はじめに 

年々増加する情報量に対し従来の電気配線におい 

て消費電力、発熱、伝送遅延の問題が生じており、 

これに代わる方法として光配線を用いる光インター 

コネクション技術に注目が集まっている。このよう 

な背景を踏まえ、我々は光デバイス作製に適した InP 

薄膜層と Si 基板を直接貼付法を用いて接合し、その 

上に結晶成長によって光デバイスを作製する研究を 

行ってきた[1]。今回、InP/Si 基板における InP 薄膜 

の表面状態の観察および表面粗さの測定を行っ 

た。 

 

実験方法 

はじめにMOVPE法とウエットエッチングを用い

て InP基板から薄膜 InP層厚 0.8µmと 1.2µmの 2種

類を用意した。そして、この薄膜層と Si 基板に

H2SO4:H2O2:H2O 溶液で洗浄を施すことで表面を親

水化させ、両基板を貼り合わせた。その後 8時間加

熱処理を行い 2 種類の InP/Si 基板を作製した。この

とき作製した InP/Si基板構造図を図 1に示す。 

 

実験結果 

膜厚 0.8µmと膜厚 1.2µmの InP 薄膜の表面状態を

ノマルスキー顕微鏡で観察した結果をそれぞれ図

2 に示す。膜厚 0.8µmと膜厚 1.2µmでは膜厚

1.2µmの方がより平坦でありボイド占有率が少な

いことが分かった。次に AFM により InP/Si 基板

表面を測定し比較した結果を図 3に示す。このと

き、両基板における測定範囲は異なっている。膜

厚 0.8µmにおいて表面に凹凸が見られたが膜厚

1.2µmでは平坦性が向上していることが分かっ

た。RMS 値の比較結果を表 1に示す。膜厚 1.2µm

の方が膜厚 0.8µmよりも RMS 値が低く、面粗さ

が小さいことが分かった。これらの結果から膜厚

を厚くすることで基板表面の粗さが減少し表面の

平坦性が得られることが分かった。 
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図 1 InP/Si基板構造図 

図 2 膜厚 0.8µm(左), 1.2µm(右)の InP/Si基板表面 

表 1 膜厚 0.8µm,1.2µmの RMS値による比較 

0.8µm or 1.2µm 

図 3 膜厚 0.8µm(左),1.2µm(右)の AFMによる表面状態 

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))19p-PA3-1 

© 2018年 応用物理学会 03-267 3.15

mailto:kshimom@sophia.ac.jp

